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SEMI F79-0710 
ガス配送コンポーネントに使用されるガスのシリコンとの適合性に関するガイド 

 
免責事項：この SEMIスタンダードは，投票により作成された英語版が正式なものであり，日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成

したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます｡ 
 

本スタンダードは，global Gases Committee で技術的に承認されている。現版は 2010 年 4 月 30 日，global Audits 
and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2010 年 6 月に www.semi.org で入手可能となる。初版は 2003
年 7 月発行。 

 
注意： 本文書は，2010 年に全面的に改訂された。 

1  目的 

1.1  本ガイドの目的は，典型的なガス配送系の条件で動作するガス供給システムの接ガス経路において，シリ

コンと接触するガスの適合性に関するリソース情報を特定することである。 

2  範囲 

2.1  記載されている情報および結論は，出版されている文献からとったものである。参考文献を引用する。引

用文献に基づき推奨されるものの，引用文献の有効性については，いかなる見解も提示しない。 

2.2  これらの提案は，自然酸化膜によりカバーされる多結晶または単結晶の高純度のシリコンに特定されるも

のである。 

注意： このスタンダードはその使用に関連したすべての安全問題を取り扱うことを意図していない。このスタンダ

ードの使用者は，その責任において，適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し，また使用前に法規制

やその他の制限への適用性を判断するものである。 

3  制限 

3.1  本ガイドは，代表的な半導体プロセスツール用のガス配送系に適用される。シリコンは，ガス配送系のコ

ーティングまたはシリコンベースのコンポーネント（例えば，バルブ，オリフィス，センサ，マスフローコントローラ）とし

て接ガス経路内にあるものと仮定する。雰囲気温度と動作温度の限界値は，半導体製造業界でのガス配送系の

代表的なものである。追加のエネルギー源，熱源，放射源，イオン化源は存在しない。このガイドの目的により，ガ

スの水分は規定されない。 

4  参照スタンダードおよび文書 

4.1  SEMI スタンダード 

SEMI E52 — Practice for Referencing Gases Used in Digital Mass Flow Controllers 

注意： 別途指示のない場合，引用されたすべての文書は最新の出版バージョンである。 

5  用語 

5.1  略語および頭字語 

5.1.1  T — 温度 

5.2  定義 

5.2.1  Eetch — エッチングのエネルギー 

5.2.2  K — ボルツマン定数 

5.2.3  nx — 元素 x の原子濃度 
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5.2.4  R(x) —x 種のエッチング率 

5.2.5  Si(111) — シリコンの (111) 結晶面方位 

5.3  記号 

5.3.1  B — ホウ素 

5.3.2  Br — 臭素 

5.3.3  C — 炭素 

5.3.4  Cl — 塩素 

5.3.5  F — フッ素 

5.3.6  H — 水素 

5.3.7  I — ヨウ素 

5.3.8  N — 窒素 

5.3.9  P — 亜リン酸 

5.3.10  S — 硫黄 

5.3.11  Si — シリコン 

5.3.12  W — タングステン 

5.3.13  Xe — キセノン 

6  ガスの分類 

6.1  本文書におけるガスの分類は，塩基が追加された以外は SEMI E52 に従っている。ガス分類のリストにつ

いては SEMI E52 を参照のこと。 

6.1.1  不活性ガス 

6.1.2  水素 

6.1.3  炭化水素 

6.1.4  ハロゲン化炭化水素 

6.1.5  水素化物 

6.1.6  フッ素以外のハロゲン 

6.1.7  フッ化物以外のハロゲン化物 

6.1.8  フッ素およびフッ化物 

6.1.9  有機金属およびシロキサン 

6.1.10  酸素および酸化物と硫化物 

6.1.11  窒素および窒化物 

6.1.12  酸 

6.1.13  塩基 (Bases) 
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7  文献の確認 

7.1  不活性ガス（Inerts Gases） ― 文献 1,2,3,4,5では，ガス配送系の代表的な条件下では，これらのガスがシリ

コンと反応しないことを示している。 

7.2  水素ガス（Hydrogen Gases）― 文献 1–5 では，ガス配送系の代表的な条件下では，これらのガスがシリコ

ンと反応しないことを示している。 

7.2.1  水素は，1100℃以上の温度でシリコン 6および炭化珪素 7と反応すると報告されている。 

7.3  炭化水素ガス（Hydrocarbons Gases）― 文献 1–5,8,9では，ガス配送系の代表的な条件下では，これらの

ガスがシリコンと反応しないことを示している。 

7.4  ハロゲン化炭化水素ガス（Halogenated Hydrocarbons Gases）― 文献 1–5,8,9,10,11,12,13,14,15では，ガス配送

系の代表的な条件下では，これらのガスがシリコンと反応しないことを示している。 

7.4.1  Flamm8 およびCoburn9 は，広範囲の論文を再調査した結果，ハロゲン化炭化水素を使用したシリコンお

よびその他の物質のエッチングに関する多数の参考文献を引用している。ハロゲン化炭化水素を使用したシリコ

ンおよびその他の物質のエッチングの重要な要求条件は，低圧プラズマにより生成された，フッ素，塩素，その他

ハロゲンのラジカル種の存在である。加えて，Winters16が指摘しているのは，アシストのないエッチング反応が起こ

るためには，シリコン表面への吸着に引き続いて，よく規定された 4 つのステップが必要であることである。それら

のステップのどれかが起こらない，あるいは中断されると，エッチングは進まない。 

7.4.2  最も広く使用される 2 つのハロゲン化炭化水素はCF4およびC4F8である。CF4は，4 フッ化炭素は，極めて

安定していて，炭素アークの温度でもわずかしか反応しない，また，C4F8 は，通常の条件下では他の物質と反応

せず，極めて安定している，とMatheson Gas Book17では述べている。 

7.5  水素化物ガス（Hydrides Gases） ― 文献 1–5,18,19,20では，ガス配送系の代表的な条件下では，これらのガ

スがシリコンと反応しないことを示している。 

7.6  フッ化物以外のハロゲンガス（Halogens Gases, other than fluorine） ― ハロゲンは，物質の特殊な部類を

代表する。分子状態あるいは原子状態の塩素，ヨウ素，臭素は，温度 200℃以下あるいはプラズマのアシストがな

ければシリコンをエッチングしないと報告されている 8,9,21,22,23,24。 
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